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【第 1章: 序論】 
第 1章、「序論」では、本研究の背景と研究目的について述べている。1.1 節で本研究の背景に
ついて述べた後、1.2 節で LSI におけるトランジスタ技術とその高性能化の問題点である、(1) シ
ョートチャネル効果、(2) 閾値コントロールのための高チャネルドープ、(3) band-to-band 
tunneling、(4) GIDL について述べた。続いて 1.3 節にてナノワイヤ技術の必要性とその課題につ
いて論じた。最後に 1.4 節にて、本論文の目的と構成を述べた。 
 






【第 3章: シリコンナノワイヤトランジスタにおけるドーパント原子の挙動評価】 
第 3 章では、作製したナノワイヤトランジスタにおいて、ドーパント原子の拡散の熱履歴依存





ナノワイヤ幅が 310nm 以下では、Si/SiO2 界面に存在する歪によって向上すること、(3)電気伝導
度の変調は界面準位、表面再合成にはほとんど依存しない事が明らかとなった。次に電気伝導特性











【第 4 章: 熱酸化膜起因歪によるシリコンナノワイヤトランジスタの相互コンダクタンス向上】  
第 4 章では、ナノワイヤ周辺に存在する熱酸化膜からの歪が、ナノワイヤトランジスタの相互
コンダクタンスにどのような影響を与えるか評価した。異なる熱酸化条件により、(A)歪なし、(B) 歪
あり、(C) 歪印加後、高温でのアニールを行い、歪を緩和した 3 種類の n 型ナノワイヤトランジス
































熱酸化膜起因の歪が印加された、(A) 歪小、(B) 歪大、(C) 歪印加後アニールにより歪緩和、
の 3 種類の n 型、p 型ナノワイヤトランジスタを作製し、gmを評価した。ナノワイヤの断面 TEM
像から、(1) 歪小(A)のデバイスにおいて、ナノワイヤ上部の領域（領域 A）の体積膨張が少ない事、
(2) 歪大(B)、歪印加後アニールにより歪緩和(C)の両デバイスでは、領域 A における体積膨張と、

















ルは、SOI 基盤の Si のスペクトルに対して、一番低波数側にシフトしていた。また FWHM も、
一番増加しており、これは(B)において、最大の引っ張り歪が存在する事を示している。励起光の








【第 6章: 総括】 
第 6 章では、hp32nm 以降のトランジスタ技術として有望視されているナノワイヤトランジスタ
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